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Estructuras CMOS
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Estructuras NMOS
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Retardos en un Inversor CMOS
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en un Inversor NMOS
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Inversor BICMOS
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Inversor BICMOS
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Inversor BICMOS
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Inversor BICMOS
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Inversor CMOS

VDD VDD

Vin Vin=1 Vin=0

GND H GND

Comportamiento simétrico si Zpu/Zpq = 1/2

Debido a |la movilidad de la carga en los transistores PMOS.
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Inversor CMOS
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Inversor CMOS

VDD

PULL Red transistores
Up acumulacion

F(Vin) =1 —> Vout=1

Vin Vout

PULL Red transistores
DOWN acumulacion

F(Vin) =1 —> Vout=0

GND v

B Duplicacion de la l6gica.
B Bajo consumo estatico.
B Funciones |ogicas simétricas.
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Inversor NMOS

La relacion N@:\NE es critica:
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Inversor NMOS
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Inversor NMOS

VDD
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PULL .
Transistor _ Lpu/Wpu
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F(Vin) =1 —> Vout=0 (Zpd)
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m Alta integracion.
B Consumo estatico alto si Vout = 0.
m Ceros |l0gicos degradados.
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Estructuras Basicas MOS

Curva de transferencia de voltaje real:
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La curva de transferencia determina los margenes de ruido (NM) vy
la region de indeterminacion para la entrada.
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Estructuras Basicas MOS

Curva de transferencia de voltaje ideal:

Vout

vdd
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Logic "1" output
A B = NOT(A)
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- V_
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El comportamiento real es mas complejo y depende de las impedan-
cias y capacidades de los transistores.

CMOS estatico Agost 2001 3

EHH



Impedancia de un transistor MOS

La impedancia de un transistor ofrece una aproximacion
de la cantidad de corriente que es capaz de transmitir.

La impedancia Z es:
B directamente proporcional a la longitud L del canal.

B inversamente proporcional a la anchura W del canal.

LLa impedancia de un transistor PMOS N@ es dos veces
mayor que la impedancia de un transistor NMOS Zy;:

NU”M.N:

LLas dimensiones del transistor se indican como:
L/W valores reales, L : W ratio entre valores.
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Estructuras Basicas MOS

Estructura general de una puerta MOS:
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